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Подальший прогрес у розвитку мікроелектроніки пов’язаний із 

розвитком спінтроніки, що ґрунтується на процесах перенесення спін-

поляризованого струму між елементами електронних пристроїв [1]. 

Крім того, структури, які містять феромагнітні та діелектричні шари, 

що чергуються, викликають значний інтерес у зв’язку з 

перспективністю їх використання в інтегрованих елементах пам’яті. 

Прозорість тунельного бар’єра товщиною d  для електронів зі 

спіном уверх ( ) і спіном униз ( ) за малих напруг V  при пружному 

тунелюванні електронів описується виразом [2]: 
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де   – кут між векторами намагніченості феромагнітних 

електродів; *d
em  – ефективна маса електронів у діелектрику; *f

em , F , 

0h  – ефективна маса електронів, енергія Фермі та молекулярне поле в 

емітуючому електрони феромагнетику. 

Розрахунки показали наявність різкого максимуму коефіцієнту 

проходження для електронів зі спином вниз при значення *d 0,25e em m . 
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